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【背景】近年，金属触媒を用いた横方向固相成長法が広く研究されている[1,2]．今回我々は，Mgを

用いた非晶質 Ge 薄膜の横方向固相成長過程において拡散する Mg 濃度に着目し評価を行なった

ので報告する． 

【実験方法】SiO2基板上に非晶質 Ge 薄膜（100 nm 厚）を成膜後，Mgパターン（30 ～ 200 nm

厚）を形成した．その後，窒素雰囲気で結晶化熱処理（≦350℃；≦8 hour）を施し，横方向成長

を誘起した．成長領域は顕微ラマン分光分析，エネルギー分散型 X線分析（EDX）等を用い評価

した． 

【結果及び考察】図 1にMgパターン 200 nm厚の試料の 350℃，

1時間熱処理後の顕微鏡像，及び各領域のラマンスペクトルを示

す．Mgパターン周辺において，252 cm-1付近にMg2Ge結晶に起

因するピーク[3]，297 cm-1付近に Ge 結晶に起因するピークが観

測され，1 μm程度の横方向成長領域が確認された．図 2に横方

向成長距離の等温（350℃）熱処理特性を示す．熱処理時間の増

加，Mg膜厚が厚膜であるほど，横方向成長距離が拡大すること

が分かった．金属誘起横方向成長は金属の拡散に起因した成長

であるため，Mg パターン端から成長方向に対して EDX ライン

スキャン測定を実施し，その結果を図 3に整理した．ここで，Mg

濃度プロファイルの太線は Mg パターン端からの横方向成長領

域を示している．その結果，Mg膜厚の増大と共に Ge薄膜内に

拡散するMg原子の総量が増加すること，その総量に依存し横方

向成長距離が拡大することが分かった．更に，横方向成長端の

Mg 濃度に着目すると，Mg 濃度はほぼ同じ値に収斂していた．

即ち，非晶質 Ge薄膜のMg誘起成長を引き起こすためには，40%

程度のMg原子を非晶質 Ge薄膜中に混入させることが必要不可

欠である．  
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